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Дослідження халькогенідних систем AI
2D

IVX3–ВIIX  (A
I–Cu, Ag, Tl; ВII–Zn, Cd, 

Hg; DIV–Ge, Sn; X–S, Se, Te) розширює знання про тетрарні сполуки типу AI
2В

IIDIVX4 

[1-8] та іншого складу [9].  В літературі неописана система Tl2SiTe3–HgTe в той же час 

у ній можливе існування тетрарних фаз вищенаведеного типу. Компонентами цієї 

системи є Tl2SiTe3 і HgTe. Потрійна сполука Tl2SiTe3 плавиться конгруентно при 618 К 

та володіє порліморфним перетворенням при 565 К.  

Синтез зразків системи Tl2SiTe3–HgTe проводився з простих речовин: талію, 

кремнію, телуру чистотою не менше 99.99 мас. % основної речовини та попередньо 

синтезованого меркурій(II) телуриду (Hg 99.999 мас. %) у вакуумованих до тиску 10-3 

мм.рт.ст. і запаяних кварцових контейнерах. Максимальна температура синтезу 

складала 1000 К. Гомогенізуючий відпал здійснювався при температурі 520 К. 

Дифракційні порошкові спектри зразків системи одержували на приладі ДРОН 4-13 із 

використанням CuKα-випромінювання в інтервалі 10º≤2Θ≤80º з кроком лічильника 

0.05, експозицією 5 с у точці. Обробку даних рентгенівської дифракції для визначення 

меж твердих розчинів виконували методом Рітвельда за допомогою пакету програм 

CSD [10]. Диференційно-термічний аналіз проведено на дериватографі системи 

«Паулік-Паулік-Ердеі» з комбінованою Pt-PtRh термопарою та Al2O3 як еталоном.  

За результатами ренґенівських досліджень в системі Tl2SiTe3–HgTe встановлено 

існування тетрарної фази Tl2+хHg1-1.5хSi1+х/2Te4, де х=0-0,1. Отримана фаза є бертолідом, 

кристалізується в тетрагональній сингонії, ПГ I-42m, протяжність якої встановлена 

вимірами періодів граток. Період гратки а змінюється від 0.83929 до 0.83981 нм, і с ~ 

від 0.70396 до 0.70122 нм. Згідно результатів диференційно-термічного аналізу 

тетрарна фаза плавиться інконгруентно за перитектичною реакцією Lp + HgTe ↔ 

Tl2+хHg1-1.5хSi1+х/2Te4 (х=0-0,1) при 738 К. 
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